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アブストラクト
電子線照射によるp型4H-SiCの正孔密度の減少は、Siの場合より大きい。
200 keVの電子線照射による正孔密度の減少には、Alアクセプタ密度（NAl）の減少が大きく関与している。

これまでの報告

500 keVの電子線を5x1015 cm-2 照射した

だけでも正孔密度は激減する。
200 keVの電子線照射では、1x1016 cm-2 

照射しても正孔密度の減少は少ない。

SiCのp(T)の照射エネルギー依存性(Refs. 2,3)
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起源が不明な EV+0.37 eVのアク
セプタはAlと関係している。

NAl と Ndefectとの関係(Refs. 3,4)
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Siのp(T)の照射線量依存性（Ref. 1)

最も劣化しやすいCZ-Siの場合でも、
1 MeVの電子線を1x1016 cm-2照射し

ても正孔密度はほとんど減少しない。

電子の照射エネルギーとSiC中の変位する原子とに関する研究
(Ref.3)
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Before irradiation

After irradiation
: 0.2 MeV (1.0x1016 cm-2)
: 0.5 MeV (5.0x1015 cm-2)
: 4.6 MeV (2.6x1014 cm-2)
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未照射Al-doped SiCAl-doped SiC

B-doped Si
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Fluence of 200 keV elecrons
       : 0         cm-2

       : 1x1016 cm-2

       : 3x1016 cm-2

       : 5x1016 cm-2

       : 7x1016 cm-2

1000/T  [K-1]

H
ol

e 
C

on
ce

nt
ra

tio
n 

 [c
m

-3
]

1 2 3 4 5 6 7 8
1013

1014

1015

1016

Experimental data
: 650 K
: 390 K
: 270 K

Fluence of 200 keV electrons  [x1016 cm-2]
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Al-doped 4H-SiC epilayer
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N
A

l  [
x1

015
 c

m
-3

]

N
D

ef
ec

t  
[x

10
15

  c
m

-3
]

: NAl
: NDefect

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

実験

未照射
Al-doped 
4H-SiC エピ膜

ホール効果測定

200 keVの

電子線照射
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ホール効果測定
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実験結果

１．低温では、p(T) は照射量とともに減少 。
２．高温では、 p(T) はほとんど変化なし。

１．照射量とともに、NAl は単
調に減少する。

２．NDefect はいったん増加し
た後、減少する。

検討
仮定：EV+0.37 eVのアクセプタが

Alと VCとの複合欠陥。
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Al-VC ：減少Al アクセプタ

１．照射量とともに、NAl は単調減少。
２． Al-VC 複合欠陥は、最初は増加する

が、Alアクセプタの減少に伴って減少。

まとめ
200 keVの電子線照射により、Alアクセ

プタ密度が激減。

仮定：200 keVの電子線照射では、
C原子の空格子欠陥 VCだけが増加。

VC密度の増加に伴い、すべて
の温度範囲でp(T) は減少。
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Density of VC
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